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※概要（Summary ）： 

InGaN は，In 組成比を調整することで発光波長が
可視光全域をカバーすることのできる材料として期

待されている。しかし，高 In 組成 InGaN は，In と
Ga の a 軸方向の格子不整合，およびそれに伴うピエ
ゾ電界により，高品質・高効率化が難しい。一方，GaN
系ナノワイヤは，結晶性がよく光学的特性にも優れて

いることが知られている。そこで，本研究では、(111)Si
基板上に欠陥が極めて少ない高品質 InGaN ナノワイ
ヤ結晶を成長し，その成長温度を変化させたときの

InGaNナノワイヤ中の In組成への影響を評価して考
察を行った。また，デバイス応用に向けた架橋 GaN
ナノワイヤの成長に関しても実験を行った。 
※実験（Experimental）： 
	 自然酸化膜を除去した(111)Si 基板，あるいはレー
ザー描画装置と ICP エッチング装置により加工した
(110)Si 基板上に MBE 法を用いてバッファー層を介
さずに成長温度を変化させてGaNおよび InGaNナノ
ワイヤの成長を行った。評価には，走査型電子顕微鏡

(SEM：S-5200)およびカソードルミネッセンス(CL)
法を用いた。 
※結果と考察（Results and Discussion）： 
	 成長温度 650℃で(111)Si基板上に成長した InGaN
ナノワイヤの断面 SEM 像から，長さ 700-720 nm，
直径 40-50 nm の高密度の InGaN ナノワイヤが

(111)Si 基板に垂直に成長できることが確認できた。
また，成長温度を上げるにつれて，ワイヤ長が短くな

る傾向が見られたが，直径に変化は見られなかった。

成長温度を変化させた InGaN ナノワイヤの室温 CL
スペクトルから，成長温度が高くなるにつれて In の
脱離が多くなっていることがわかった。 
	 一方，基板に垂直な(111)面を有するトレンチ加工
を施した(110)Si基板において，GaNナノワイヤの成
長を行ったが，GaN ナノワイヤは(111)面に垂直に成

長することなく，原料である Ga の分子線の方向に依存
したような成長を示した。また，面方位にも依存せずに

(110)Si基板上にも成長することがわかった。 
※その他・特記事項（Others）： 
今後は，発光特性や結晶性評価をすることで，InGaN

ナノワイヤ成長メカニズムを解明し，高品質 InGaN ナ
ノワイヤの成長条件を確立することが課題である。 
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